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シリコンフォトニック結晶ナノ共振器は，1万から 1000万以上まで幅

広い範囲の Q 値を実現しており 1),2)，光回路，光メモリ，新規光源開

発，バイオセンサなど，広範囲におよぶ応用が研究されている．産業

応用に向けて，我々の研究グループでは，Q 値 100万以上を有するナ

ノ共振器を CMOS 互換プロセスで大量作製することに成功している
3)．しかし，共振波長と放射強度がランダムにばらつくことが分かって

いる．これは，程度の違いはあるが，電子線描画法で作製したサンプ

ルでも同様である 4)．将来，微細加工精度の向上により，これらのば

らつきを解消できるかは不明であり，ポストプロセス手法を開発する

ことが重要である．今回，我々は、レーザー加工技術を用いてナノ共振器構造を局所的に変化さ

せ，その光学特性を制御することを試みたので報告する． 

 図 1に今回測定したシフト L3ナノ共振器の概略図を示す 1)．この共振器の表面に波長 800 nm，

パルス幅 120 fs，繰り返し周波数 1 kHzの Ti:Sapphireレーザーを平均パワー5 μWで 5 秒間照射し

た．図 2(a),(b)にレーザー照射前と照射後におけるナノ共振器部分の電子線顕微鏡像を示す．赤点

線は共振器部分を示す．レーザー照射により，ナノ共振器周辺の空気孔だけを局所的に破壊でき

ていることがわかる．図 3 にレーザー照射前後のナノ共振器の放射スペクトルを示す．レーザー

照射前は 1557 nm近傍に Q値 3万の共振ピークが見られたが，レーザー照射後は確認できなかっ

た．また，レーザー照射により新たな放射ピークが確認されることもなかった．これらの結果よ

り，レーザー加工によりナノ共振器の光学特性を制御したり，消失させたりすることが可能と分

かる．レーザー加工が影響を及ぼす空間範囲，スポットサイズ依存性，入力パワー依存性，どの

ように応用に繋げるかなど，詳細については当日報告する． 
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